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【はじめに】GaN 系半導体は発光デバイス、高周波パワーデバイスなどに広く応用されている。

半極性 GaNは特に緑色波長領域の発光デバイスにおいて注目されているが、その他応用例の探索

も求められている。本研究室ではこれまで、c 面 GaN における誘導結合型プラズマ反応性イオン

エッチング (ICP-RIE) を用いた化学的エッチング作用について研究を行ってきた(図 1)。 [1] その

結果から、化学的エッチング作用の強い条件下で c面 GaN 層のエッチングを行うと、エッチング

時間の増加に伴い安定面が現れ、逆メサ形状を形成することを見出した。この技術を半極性面へ

応用することで、特異構造を得ることや、安定なエッチング面が出現するメカニズムの解明につ

ながることが期待される。本研究では、半極性面 GaN を ICP-RIE を用いて化学的エッチング作

用の強い条件下でエッチングし、形状の調査を行ったので報告する。 

【実験】ハイドライド気相成長法(HVPE法)を用いて m面サファイア上に半極性{11-22}GaN を成

長させ半極性{11-22}GaNテンプレートを作製した。このテンプレート上に、スパッタリング法を

用いて開口部幅 3 μm、マスク幅 3 μmのストライプマスク(Ni/SiO2)を、GaN の m軸平行に成膜し

た。次に ICP-RIE を用いて{11-22} GaN 層のドライエッチングを行った。エッチングは Clラジカ

ルを多く生成させ、化学的エッチング作用が強くなるような条件で行った。エッチング後は基板

の右側壁が逆テーパー形状となっている(図 2)。また、両側壁共にテーパーの方向が一致しており、

GaN の極性を反映したエッチング形状を取っている。50 min エッチングした際テーパー角は約

70°で、ある一定の面が現れている。エッチング時間の増加にともなって安定面がより顕著に表

れているように見える。これら結果より、半極性面 GaN の化学的エッチングの強い条件で特異な

構造が作製可能であることが分かった。                           
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図 2 エッチング後基板断面 SEM像 図１ c面エッチング加工 
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